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RuGa kristMlisiert im CsCl-Typ, RuGa2 im TiSi2-Typ. 

Bei  Un te r suchungen  im l ~ u - - G a - S y s t e m  - -  die Legierungen wurden  aus 
den K o m p o n e n t e n  in Quarzampul l en  bei  1000 ~ C (170 Stdn.)  hergeste l l t  - -  
konn t en  die Kr i s t a l l a r t en  R u G a  und  l~uGa2 sowie eine Ga-reiche Phase  
isoliert  werden.  

RuGa. Auf Grund  yon  P u l v e r a u f n a h m e n  ergibt  sich ffir l~uGa der  
CsC1-Typ, wie Tab.  1 u n m i t t e l b a r  e rkennen  l~Bt. Der G i t t e r p a r a m e t e r  
s teh t  mi t  : a = 3,010 A in gu te r  Ube re ins t immung  mi t  ]enen der  chemisch 
verwand~en und  i so typen  Verb indungen  I~hGa einerseits  und RuA1 andrer -  

Tabe l l e l .  A u s w e r t u n g  e i n e r  P u l v e r - A u f n a h m e  y o n  R u G a ;  
C u K ~ - S t r u h l u n g  

103 �9 sin ~ {~ 10 a �9 sin ~ O, Intcnsitiit Intcnsitlit 
(hkl) berechnet gefunden gefunclen bcrcchnet 

(100) 65,6 67,2 m -  22 
(110) 131,3 132,8 sst 475 
(111) 196,9 198,2 ss 6,2 
(200) 262,5 264,0 s t -  76 
(210) 328,1 329,3 s 8,2 
(211) 393,8 394,4 st + 155 
(220) 525,0 525,8 rest 51,5 

(221)1 590,6 590,9 ss 14'1 
(300)1 ~ 1,0 
(310) 656,3 656,4 st 92 
(311) 771,9 722,3 ss 4,2 
(222) 787,5 788,0 m 34,5 
(320) 853,1 853,4 ss 5,5 
(321)~1 917,2 917,0{ sst 325 
(321)cr 921,8 922,1~ 
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seits x. Der in te ra tomare  Abs tand :  t~,u--G~ bet rggt  2,61 .s die g6n tgen -  
diehte g = 10 ,4g/em a. Die Kristalla.rt, g u G a  s teht  bei 1000~ mit. 
Ru-Mk im Gleichgewieht. R u t h e n i u m  15st dabei  e twas Gall ium unter  
VergrSgerung der Elementarzel le  (a =-2,706; c = 4,282 ~).  

Tabelle2. A u s w e r t u n g  e i n e r  P u l v e r - a u f n a h m e  y o n  R u G a s ;  
C r K ~ . - S t r a h l u n g  

1 0  a �9 s i n  2 fl, 1 0  :~ �9 s in  = {~ l n t e n s i t ~ t  l n t o n s i t i i t  y o n  Ti,Si., 
(hkI) b e r e e h n e t  b e o b a e h t e t  b e o b a c h t e t  b e : c e e h n e t  ** - 

(111) 95,1 97,4 ss + - -  
(202) 147,8 148,9 ss 5,0 
(11.3) 234,0 236,0 sss 2,4 

(311) 251,9 254,1 mst + 67,3 
(004) 277,6 279,2 m 26,6 
(022) 302,1 304,2 rest 48,5 

(220) 311,11 { 
(400) 313,4j 3t2,7 sss ~:~ 
(313) 390,6 393,1 m~ 31,8 

(115) 511,6 --- - -  0,5 
(13~) 560.5[ 10,5 
(511) 56513f 564,t sss, d 10,4 

(224) 588,71 10,8 
(404) 591,0 j' 592,1 sss 10,4 
(422) 615,5 615,9 sss 0,8 

(315) 668,3 668,9 m 12,7 
(133) 699,4 / {0.3 
(206) 703,0~ 702,3 sss, (l 013 
(513) 704,1) 0,3 

(331) 717,2 718,6 m 11,7 
(602) 774,6 774,4 m 10,4 
(333) 856,11 857.2 st 18,6 
(026) 857,31' - ~ 8,2 

(117) 928,01 10,2 
(040) 930,91 931,0 s 13,8 
(620) 937,9 937,8 rest 7,6 

(135) 977,0~ , 10,2 
(515) 981,7~ sss t0,2 

* N i e h t  moP, b a r ,  
** X a c h  A u s w c r t m ~ g  e i n e r  A u f n a h m o  2 rail ,  C u K a - S t r a h l u n g .  

Ru(das.  Die Auswer tung  einer Pulveraufna,  hme dieser Krista.ti~wt 
fiihrt  zu einer mi t  TiSi2 i so typen S t ruk tu r  (Tab. 2). Die daftir berechne- 
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ten Intensits  2 - -  TiSi2 weist praktisch dasselbe Streuverhs auf --- 

stimmen mit den beobaehteten vorzfiglieh 5berein. Als Gitterkonstanten 

erreehnet man: a = 8,184, b = 4,749 und c = 8,696 ~. 

Die l~Sntgendiehte ist 9,45g/em 3. 
Das Auftreten yon RuGa2 im TiSi2-Typ steht mi~ einer frfiher aufge- 

stellten Regel 3 fiber die Supertypen der Disilieide in gutem Einklang. Die 
mitt lere V E K  ist bei Annahme yon 8 Valenzelektronen ffir Ruthenium 
4,66; demnach kann entweder die TaSi2- oder TiSi2-Struktur erwartet 
werden. I m  allgemeinen ist jedoch mit  einer geringeren Valenzelektronen- 
zahl in der 8 a-Gruppe zu reehnen, guGa2 reiht sieh in die Folge : TiSi2 
-~ Mo(A1, Si)2 --> RuGa2 ein. 

Die bisher Ga-reiehste Kristallart  liegt nahe RuGa3. Das Auftreten 
eines IraGeT-Typs in diesem System ist mSglieh. 

.a H .  Nowot~.y ,  in P .  A .  Beck  t. 


